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Die Erfindung bezieht sich auf aine neuarttge Au«bHdunfl 
eln£ D^der^arbauelementes, bestehend aimlfid«rt a« 

fiz"e™ten bested und von danen wen.grtens em Te.l e no 
KQhlebene Midst. In der in wenigstons e.nw Sch.cht dun* 

efner Ob^^enseite des KOh.elementts die wen.gstens 
sine Lsserdiodenanordnung vorgesehen ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Diodenlaserbau- 
element mit Kiihlelement in Form eines Mehrfachsub- 
st rates g emSB Oberbegriff Patent anspruch 1 . s 

Ein Diodenlaserbauelement ist im Sinne der Erfin- 
dung eine Anordnung, die aus wenigstens eyiem Dio- 
denlaser oder einer Diodenlaseranordnung mit mehre- 
ren Diodenlasern oder Emittern sowie aus einem JCChl- 
element besteht Zusatzlich konnen bei dem Diodenla- io 
serbauelement auch weitere Bauelemente beispielswei- 
se zur Ansteuerung des Diodenlasers oder der Dioden- 
laseranordnung vorgesehen sein, 

Bekannt sind mehrschichtige KQhlanordnungen oder 
Kuhisysteme fur elektrische und elektronische Bauele- 15 
mente, insbesondere auch solche als Warmesenke fur 
Hochleistungs-Laserdioden oder HochLeistungs- Laser- 
diodenanordnungen (US 51 05 430). 

Bei bekannten KQhisystemen sind in dem stapelartig 
aneinander anschlieBenden Schichten KOhlkanale aus- 20 
gebildet die von einem flUssigen Kiihlmedium, bei- 
spielsweise Wasser durchstromt werden* Diese Kanale 
bei den bekannten Systemen typischerweise Mikro-Ka- 
nale, die in den Schichten in unmittelbarer Nahe des zu 
kiihlenden Bauelementes durch dreidimensionale Mi- 25 
kro-Strukturen gebildet sind, urn so durch eine mog- 
lichst groBe, mit dem Kuhlmedium in Kontakt kommen- 
de OberFlache eine Verbesserung der Ktihlwirkung zu 
erreichen. Durch den Einsatz einer derartigen Warme- 
senke kann der Warmewiderstand gegenilber einem 30 
konventionellen konduktiven Kiihler urn einen Faktor 
2—5 reduzier t werden. 

So ist beispielsweise eine Kuhlanordnung mit einem 
zirkulierendem Kuhlmedium zur Ktlhlung von Halblei- 
ter-Diodenlaser bekannt (US 51 05 430), bei der das zu 35 
kiihlende Bauelement sowohl elektrisch als auch ther- 
misch mit dem KOhler verbunden ist Unterdem Halb- 
leiter-Bauelement sind die Mikro-Kanale ausgebildet. 
Zum Zufuhren und AbfUhren sind im Kuhl element Zu- 
und AbfGhrkanale ausgebildet 40 

Bekannt ist weiterhin eine Anordnung (US 50 99 910), 
bei der ein groBflachiger KOhler durch eine Vielzahl von 
Mikro-Kanalen unter einer zu kiihlenden Flache er- 
zeugt ist Die Besonderheit bei dieser bekannten Anord- 
nung besteht in der spezieilen Form der maanderfdrrni- 45 
gen KOhlmittelfuhning durch die Mikro-Kanale. Die 
Anordnung eignet sich zum Kuhlen von elektronischen 
Bauelementen allgemein. 

Bekannt ist weiterhin eine KOhlanordnung 
(US 45 73 067), die speziell fur kompakte integrierte 50 
Schaltkreise bestimmt ist Zur VergroBerung der KOhl- 
bzw. Warmetauscherflache werden Kuhlstabe verwen- 
det, die in einer von dem Kuhlmedium durenstromten 
Kammer untergebracht sind. 

Bekannt ist schlieBlich auch eine als Kreuzstrom- 55 
Warmeaustauscher ausgebildete Kuhlanordnung 
(US 45 16 632) t die aus mehreren, aufeinander gelegten, 
strukturierten Blechen besteht 

Nachteil ist bei den bekannten Diodeniaserbauele- 
menten oder deren Kflhlern, daB sie, soweit sie zur Er- 60 
zielung einer moglichst effizienten Warmeabfuhr Mi- 
kro-Kanale verwenden, d. h. Kanale mit einer Breite 
kleiner als 100 m, eine relativ aufwendige Herstellung 
erfordern und daB darflberhinaus die unterschiedlichen 
Ausdehnungskoefrizienten des Ktihlelementes und des es 
Chipmaterials des zu kiihlenden Bauelementes nicht be- 
rOcksichtigt ist sowie auch die mechanische Festigkeit 
und die Mdgiichkciten der Stromzufuhrung nicht opti- 



mal ge!6st sind. 

Bekannte Kuhlelemente erfordern, sofern es sich hier 
um metallische und leitfahige Kiihler handelt zusatzli- 
che isolierende Folien zur Isolation oder Potentialtren- 
nung an den elektrischen Bauelementen, insbesondere 
auch zwischen Anode und Kathode eines Diodenlasers. 
Als zusatzliche Schwierigkeit ergibt sich hierbei auch, 
daB diese isolierende Folie, falls sie einedichtende Funk- 
tion gegenaber dem Kuhlmedium hat, durch den Druck 
des Kuhlmediums verformt wird. Hierdurch sind dann 
Spannungen in dem zu kiihlenden Halbleiter- Bauele- 
ment unvermeidlich, die zu einer fruhzeitigen Schadi- 
gung des Halbleiter-Bauelementes, beispielsweise Halb- 
leiter-Diodenchips fOhren. 

Bei nichtleitenden Kuhlern besteht die Notwendig- 
keit, leitfahige Schichten galvanisch aufzubringen, und 
zwar als Kontaktschichten und Leiterbahnen. Derartige 
galvanisch aufgebrachte Schichten verfugen aber in der 
Regel nur fiber sehr geringe Dicken, so dafi groBe 
Ohm'sche Verluste auftreten und hone Stromdichten in 
den leitenden Schichten nicht mdglich sind, da diese zu 
einer metallurgischen Veranderung der leitenden 
Schichten, & h. der Leiterbahnen und Kontaktflachen 
fuhren konnen. 

Bei bekannten Kuhlelementen wird versucht, durch 
entsprechende Materialauswahl den Ausdehnungskoef- 
fizienten des Kuhlelementes dem Ausdehnungskoeffi- 
zienten des Chipmaterials des Halbleiter-Bauelementes, 
beispielsweise dem Ausdehnungskoeffizienten von 
GaAs bei Halbleiter-Diodenlasern anzupassen. Die 
hierbei in Frage kommenden Materialmen besitzen aber 
relativ geringe Warmeleitfahigkeiten. 

Nachteilig bei bekannten metatlischen Kuhlelemen- 
ten, die aus diinnen Metallschichten oder Metallfolien 
bestehen ist daB die Bestandigkeit dieser Kuhlelemente 
gegen mechanische Verformungen nicht sehr grofi ist 
d h. wahrend oder nach einem Montagevorgang sind 
Verformungen moglich, die dann zu Spannungen in den 
am Kiihlelement vorgesehenen Halbleiter-Bauelement 
und damit zu einer Verringerung der Lebensdauer die- 
ses Bauelementes fuhren. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Diodenlaserbauele- 
ment aufzuzeigen, welches bei der Moglichkeit einer 
emfachen Herstellung des Kuhlelementes und optima- 
ler Ktihlwirkung die Nachteile der bekannten Diodenla- 
serbauelemente und deren Kuhlelemente vermeidet 

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Diodenlaserbau- 
element entsprechend dem kennzeichnenden Teil des 
Patentanspruches 1 ausgebildet 

Bei der erfindungsgemaBen Diodenlaserbauelement 
bzw. deren Kiihlelement sind das Material, welches ei- 
nen im Vergleich zu dem Warmeausdehnungskoeffi- 
zienten von Metall wesentlich kleineren Warmeausdeh- 
nungskoeffizienten besitzt in dem Mehrschichtmaterial 
so angeordnet und der Anteil an diesem Material so 
groB gewahlt dafi die thermische Festigkeit dieses Ma- 
terials grflBer ist als die thermische Festigkeit der Me- 
tallschichten, d. L die thermische Ausdehnung des Kuhl- 
elementes zumindest an der Montageflache im wesentli- 
chen nur durch die Schtcht aus dem Material mit dem 
kleineren Warmeausdehnungskoeffizienten bestimmt 
tst 

Weiterhin ist das erfindungsgema&e Kuhlelement 
oder das Mehrfach-Substrat bevorzugt symmetrisch zu 
einer Mittelebene ausgebildet so daB das Kuhlelement 
trotz der verwendeten Metallschichten insgesamt einen 
reduzierten bzw. **gebremsten" Ausdehnungskoeffizien- 
ten besitzt ohne dafl sich das KOhlelement bei thermi- 
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schen Wechselbelastungen verbiegt Die von dem war- 
metransportierenden Medium durchstr6mten Kanale 
sind bei dem erfindungsgernaBen Kiihleiement Makro- 
Kanale, d. h. solcbe mit relativ groBen Abmessungen, die 
preiswertgefertigtwerden. . . * u 5 

Diese Kanale sind dann bevorzugt durch einfacne 
Schlitze oder Ausnehmungen in einer Schicht realisiert. 
Diese Schlitze sind dann durch angrenzende Schichten 
zur Bildung des jeweiligen Kanales geschiossen. Die er- 
forderliche Kuhlwirkung wird dadurch erreicht, daB der jo 
Strfimungsweg Put das Ktlhlmedium wenigstens zwei 
derartige KanaJe in unterschiedlichen Ebenen des 
Mehrfach-Substrates aufweist. die durch eine Offnung 
miteinander verbunden sind, so daB im Bereich dieser 
Offnung die StrSmung des Kuhlrnediums nicht nur urn- \s 
gelenkt wird, sondern im Bereich dieser Off nung wenig- 
stens eine angrenzende Schicht in einer Achsrichtung 
senkrecht zur Mittel ebene des Kuhlelementes von dem 
Kuhlmedium angestromt wird, so daB dort durch eine 
turbulente Stromung ein wesentlich verbesserter War- 20 
meubergang zwischen dem Kuhlelement und dem KGhl- 

mediuin erreicht wird 

Durch die Makro-Struktur der Kanale ist eine preis- 
werte Fertigung des erfindungsgernaBen KOhlelemen- 
tes mSglich, und zwar ohne eine Verschlechterung der 25 
Kuhlwirkung, da durch den Aufprall des Kuhlrnediums 
an den zwei Kanale verbindenden Offnungen durch 
TurbuJenz eine verbesserte WarmeObertragung an das 
Kuhlmedium erreicht wird 

Durch den syrnmetrischen Aufbau werden weiterhin 30 
auch ein WClben des Kuhlelementes bei wechselnden 
Temperaturen und damit zusatzliche Beanspruchungen 
des am Kiihleiement vorgesehenen Diodenlaserelernent 
verrnieden. Durch die Auswahl der Anzahl der Schich- 
ten und/oder deren Dicke ist es weiterhin auch moglich, 35 
den Warmeausdehnungskoeffizienten des KUhlelemen- 
tes so einzustellen, daB dieser zumindest an der Monta- 
geflache nicht oder allenfalls nur noch vernachlassigbar 
gering von dem Warmeausdehnungskoeffizienten des 
Materials der Laserdiodenanordnung, beispielsweise 40 

von GaAs abweicht 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, daB 
auch die Festigkeit bzw. Formbestandigkeit gegenuber 
mechanischen Belastungen durch den Anteil an Kera- 
mik wesentlich verbessert wird 45 

Bei einer bevorzugten Ausfilhrungsform erstreckt 
sich derTeilbereich oder Einsatz aus Keramik und/oder 
Diamant und/oder T-cBN ilber die voile Breite der 
Montageflache. 

Bei dem erfindungsgernaBen Kiihleiement sind die 50 
verwendeten Kupferschichten und Keramikschichten 
jeweils bevorzugt unter Verwendung der DCB-Technik 
flachig miteinander verbunden, und zwar ohne Verwen- 
dung zusatzlicher Hilfsstoffe, so daB der geringere War- 
meausdehnungskoeffizient der wenigstens einen Kera- 55 
mikschicht sich unmittelbar reduzierend auf den War- 
meausdehnungskoeffizienten des gesamten, rnehr- 
schichtigen Kuhlelementes auswirken kann, dh. die 
Kupferschichten unmittelbar und ohne eine nachgiebige 
Zwischenschicht in ihrer Warmeausdchnung durch die 6 o 
wenigstens eine Keramikschicht gebremst werden. 

Bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung besteht das 
Kuhlelement aus mehreren stapelartig flbereinander an- 
geordneten und flachig miteinander verbundenen 
Schichten, von denen dann wenigstens eine Schicht eine 65 
Metallschicht, beispielsweise Kupferschicht bildet und 
zumindest eine Schicht zumindest in einem Teilbereich 
aus cinem Material besteht, welches ein im Vergleich zu 



dem Metall geringeren Warmeausdehnungskoefftzien- 
ten aufweist, wobei die Schichtfolge syrnmetrisch zu der 
parallel zu den Oberflachenseiten des Kuhlelementes 
verlaufenden Mittelebene ausgebildet isL Zur Bildung 
der Ktthlstruktur bzw. KOhlebene des Kuhlelementes ist 
dann wenigstens eine Schicht mit wenigstens einer Aus- 
nehmung versehen, die zur Bildung wenigstens eines 
sich in der Ebene dieser Schicht erstreckenden Kanais 
einen den Kanal bildenden schlitzforrnigen Abschnitt 
aufweist und durch angrenzende Schichten an der Ober- 
und Unterseite verschlossen ist In den angrenzenden 
Schichten sind dann raumlich gegeneinander versetzt in 
den Kanal miindende Offnungen zum Zu- und Abfiihren 
des den Kanal durchstrfimenden Kuhlrnediums vorge- 
sehen. 

In dem mehriagigen KuhleLement konnen dann meh- 
rere derartige Kuhlebenen vorgesehen sein, die entwe- 
der mit ihren durch die Offnungen gebildeten Ein- und 
Ausliissen funktionsmaBig in Serie liegen oder aber par- 
allel zueinander angeordnet sind 

Urn auch eine rnoglichst wirksame Kuhlwirkung bzw. 
Warmesenke fur die Laserdiodenanordnung zu errei- 
chen, ist bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung beid- 
seitig von einer Kuhlebene jeweils eine Kupferzwi- 
schenschicht vorgesehen ist, die flachig mit der KOhl- 
ebene verbunden ist, die wiederum aus Kupfer besteht. 
Die Kupferzwischenschichten sind dann an ihren auBen- 
liegenden Seiten mit einer weiteren auBeren Kupfer- 
schicht versehen, und auf einer dieser auBeren Schich- 
ten befindet sich die Laserdiodenanordnung, wobei un- 
terhalb der Laserdiodenanordnung in der Kupferzwi- 
schenschicht zur Reduzierung des Warmeausdehnungs- 
koeffizienten ein Einsatz oder eine vergrabene Schicht 
aus Diamant oder T-cBN eingebracht ist, der auch eine 
Verbesserung der Warmeleitfahigkeit bringt, wobei die 
verbesserte Leitfahigkeit des eingelegten Materials bei 
dieser Ausfuhrungsform zugleich als Warmespreitzer 
verwendet wird. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der 
Unteranspruche, 

Die Erfindung wird in Folgenden anhand der Figuren 
an Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 in perspektivischer Explosionsdarstellung ein 
unter Verwendung eines KUhlk6rpers oder Substrates 
gemaB der Erfindung hergestelltes Diodenlaserbauele- 
ment; 

Fig. 2 in ahnlicher DarstelJung wie Fig. 1 eine abge- 
wandelte Ausfuhrungsform; 

Fig. 3 — 7 in sehr vereinfachten Darstellungen wcite- 
re, bevorzugte Ausfuhrungsformen des erfindungsge- 
rnaBen Diodenlaserbauelementes mit Kuhlelement. 

In der Fig. 1 ist ein mehrlagiges, zugleich als KQhlkdr- 
pcr oder Kuhlelement ausgebildetes Substrat wiederge- 
geben, welches insgesamt aus fiinf Schichten oder La- 
gen besteht, namlich aus der in der Fig. 1 oberen Schicht 
2 aus Keramik, beispielsweise aus einer Aluminium- 
Oxyd- Keramik (AI2O3) aus der von einer Kupferfolie 
gebildeten Kupferschicht 3, aus der ebenfalls aus einer 
Kupferfolie gebildeten Kupferschicht 4, aus der von ei- 
ner Kupferfolie gebildeten Kupferschicht 5 sowie aus 
der Keramikschicht 6, die ebenfalls beispielsweise eine 
Aluminiumoxyd- Keramik 1st. 

Sarntl5che Schichten 2—6 besitzen bei der dargestell- 
ten Ausfuhrungsform einen quadratischen Zuschnitt Es 
versteht sich, daB auch and ere Zuschnitte fur diese 
Schichten denkbar sind. Weiterhin besitzen samtliche 
Schichten 2— 6 jeweils die gleiche GroBe. 

Auf der Oberseite der Keramikschicht 2 sind Leiter- 
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bahnen oder Kontaktflachen 7 vorgesehen. Weiterhin 
befinden sich auf der Oberseite der Keramikschicht 2 
verschiedene elektronische Bauelemente 8— 10 in Form 
von Chips. Diese sind in geeigneter Weise und unter 
Verwendung bekannter Techniken an der Oberseite der 5 
Keramikschicht 2 bzw. an den dortigen Leiterbahnen 7 
und Kontaktflachen befestigt. 

AuBerhalb dcs von den Leiterbahnen 7 und den Bau- 
elementen 8—10 eingenommenen Bereichs besitzt die 
Keramikschicht 2 zwei Offnungen oder Durchlasse 11 10 
bzw. 12, von denen der DurchlaB 1 1 entsprechend dem 
Pfeil A zum Zufuhren eines Kuhlmediums und der 
DurchlaB 12 entsprechend den Pfeil B zum Abfuhren 
des Kuhlmediums dienen. Das Zufuhren und Abfuhren 
dieses Kuhlmediums, welches im einfachsten Fall Was- 15 
ser ist, aber auch ein anderes flQssiges oder gasformiges 
Medium sein kann, erfolgt aber nicht dargestelhe Kana- 
lc, die dicht an die Durchlasse 11 und 12 angeschlossen 
sind. 

In der Kupferschicht 3 ist eine zur Umfang dieser 20 
Schicht hin geschlossene erste Offnung 13 vorgesehen, 
die im wesentlichen aus zwei parallelen Abschnitten 13' 
und 13" besteht, die Qber einen Abschnitt 13"' miteinan- 
der verbunden sind. Weiterhin besitzt die Kupferschicht 
3 eine von der Offnung 13 getrennte Offnung 14. 25 

Die Kupferschicht 4 besitzt insgesamt drei raumlich 
gegeneinander versetzte und voneinander getrennte 
fensterartige Offnung 15, 16 und 17. In der Kupfer- 
schicht 5 ist schlieBlich eine Ausnehmung oder Offnung 
18 vorgesehen, die entsprechend der Offnung 13 zwei im 30 
wesentlichen paraliele Abschnitte 18' und 18" sowie ei- 
nen diesen miteinander verbindenden Abschnitt 18'" 
aufweist. 

Die DurchlaBdffnungen 11 und 12 sowie die Offnun- 
gen 13 — 18 sind derart in den einzelnen Schichten ange- 35 
ordnet und orientiert, daB bei miteinander verbundenen 
Schichten 2—6 die Offnungen 13 und 18 mit ihren Ab- 
schnitten 13' — 13" bzw. 18' — 18'" jeweils in der Ebene 
dieser Schichten verlaufende Verteilerkanaie zwischen 
der Keramikschicht 2 und der Kupferschicht 4 bzw, zwi- 40 
schen der Kupferschicht 4 und der Keramikschicht 6 
bilden, daB die Abschnitte 13' und IB' im wesentlichen 
deckungsgleich untereinander parallel zueinander ver- 
laufen sowie auch die Abschnitte 13" und 18", daB die 
DurchlaBoffnung 11 in den Abschnitt 13' im Bereich des 45 
einen Endes dieses Abschnittes rniindet, daB das andere 
Ende des Abschnittes 13' Qber die fensterartige Offnung 
15 mit dem Abschnitt 18' ? ' entfernt iiegenden Ende des 
Abschnittes 18' in Verbindung stent, daB das dem Ab- 
schnitt 13'" entfernt liegende Ende des Abschnittes 13" 50 
Uber die fensterartige Offnung 16 mit dem Abschnitt 
13"' entfernt Iiegenden Ende des Abschnittes 18" in 
Verbindung steht, und daB die jeweils den gleichen 
Querschnitt aufweisenden Offnungen 12, 14 und 17 dek- 
kungsgleich miteinander angeordnet sind und einen ss 
durch die Schichten 2—4 reichenden Kanal zum RUck- 
fuhren des Kuhlmediums bilden, der von den Abschnitt 
18"' ausgeht. Die fensterartigen Offnungen 15 und 16 
besitzen bei der dargestellten AusfUhrungsform einen 
Querschnitt der so gewahlt ist, daB sich fur das Kuhlme- go 
dium in den Abschnitten 13' und 13" bzw. 18' und 18" 
eine gleichmaBige Vcrteilung ergeben, 

Durch die vorbeschriebene Ausbildung wird das tlber 
die DurchlaB6ffnung 11 zugefahrte Kuhlmedium in der 
von der Offnung 13 gebildeten Kanalanordnung verteilt, 65 
und zwar auf die beiden Abschnitte 13' und 13" und 
stromt in diesen Abschnitten bei der fur die Fig. 1 ge- 
wahlten Daxstellung von vorne nach hinten (Pfeile C). 



Nach dem Durchtritt durch die Offnungen 1 5 strdmt 
das Kuhlmedium dann in den Abschnitten 18' und 18" in 
umgekehrter Richtung, d. h. bei der fur die Fig. 1 ge- 
wahlten Daxstellung von hinten nach vorne (Pfeile D), 
so dafl sich ein Gegenstromprinzip und damit eine m6g- 
lichst gleichmaBige Kuhlung des Substrates 1 ergibt. 

FQr die Kuhlwirkung wesentlich ist auch, daB das 
Kuhlmedium beim Durchstromen des Substrates bzw. 
der in diesem Substrat durch die Offnungen 13 und 18 
gebildeten KUhlkanale mehrfach umgelenkt wird, und 
zwar jeweils aus einer Richtung senkrecht zur Ebene 
des Substrates in eine in dieser Ebene liegende Stro- 
mungsrichtung und umgekehrt. Hierbei werden insbe- 
sondere auch die Kupferschicht 4 sowie die Keramik- 
schicht 6 instensivst von dem Kuhlmedium angestromt 

Auf der Unterseite der Keramikschicht 6 sind wiedcr- 
um Leiterbahnen oder Kontaktflachen 7' sowie Bauele- 
mente 8— 10 in Form von Chips vorgesehen. 

Wesentlich bei dem beschriebenen Substrat ist auch, 
daB dieses hinsichtlich der fur die Schichten verwende- 
ten Materialien symmetrisch zu einer parallel zur Ober- 
und Unterseite des Substrates 1 verlaufenden Mittel- 
ebene ausgebildet ist, die bei der dargestellten AusfUh- 
rungsform die Mittelebene der Kupferschicht 4 ist 
Durch diese symmetrische Ausbildung ist gewahrleistet, 
daB Temperaturanderungen des Substrates nicht zu ei- 
ner bimetallartigen Verformung fuhren kfinnen. Durch 
die Verwendung der Keramikschichten 2 und 6 ist ge- 
wahrleistet, daB das Substrat gegeniiber einen Substrat 
oder Kuhlkdrper welches bzw. weicher ausschlieBlich 
aus Metall oder Kupfer besteht, nur einen stark redu- 
zierten Warmeausdehnungskoeffizienten aufweist. 
Wahrend die Kupferschichten 3—5 einen Warmeaus- 
dehnungskoeffizienten gr6Berals 15 10" 6 K _l aufweist, 
liegt der Warmeausdehnungskoeffizient der Keramik- 
schichten 2 und 6 deutiich unter 10-10" 6 K" 1 , so daB 
sich fur das Substrat 1 bzw. fur das dieses Substrat bil- 
dende Verbundmaterial ein gegeniiber Kupfer stark re- 
duzierter Warmeausdehnungskoeffizient erreicht wird 
Gleichzeitig weist das Substrat aber eine hohe Wsirme- 
leitfahigkeit auf, was nicht nur fur die Kupferschichten 
3—5, sondern auch fur die Keramikschichten 2 und 6 
gilt, so daB auch insoweit eine hohe Kuhlwirkung er- 
reicht wird. 

Es versteht sich, daB die Schichten 2—6 flachig mit- 
einander zu dem Substrat t verbunden sind. Hierflir 
eigenen sich die unterschiedlichsten Techniken, bei- 
spielsweise DCB-Verfahren oder Aktiv-Lot-Verfahren. 

Die vorbeschriebene Ausbildung des Substrates 1 
bzw. die dortige Gestaltung der von dem Kuhlmedium 
durchstromten Kanale hat spezieil bei durch Loten mit- 
einander verbundenen Schichten 2—6 auch den Vorteil, 
daB die Angriffsflachen innerhalb der Kanale, an denen 
das Kuhlmedium auf das verwendete Lot einwirken 
konnte, auScrst klein sind. 

Die Fig. 2 zeigt ein Substrat la, welches sich von dem 
Substrat 1 im wesentlichen nur dadurch unterscheidet, 
daB zwischen der Schicht 2 und der Schicht 3 sowie 
ebenso zwischen der Schicht 5 und der Schicht 6 jeweils 
eine weitere Schicht 19 bzw. 20 vorgesehen ist, die bei 
der dargestellten AusfUhrungsform jeweils eine von ei- 
nem Zuschnitt einer Kupfcrfolie gebildete Kupfer- 
schicht ist und ftir eine noch gleichmaBigere Abfuhrung 
der Warme von den Keramikschichten 2 bzw. 6 sorgL 
Fur den Durchtritt des Kuhlmediums ist die Schicht 19 
mit zwei Offnungen 21 und 22 versehen, von denen die 
Offnung 20 deckungsgleich mit der Offnung 11 und die 
Offnung 22 deckungsgleich mit der Offnung 12 angeord- 
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nC D\e HersteUung des Substrates 1 ist beispielsweise in 
folgender Weise rnogtich: 

1. Kerarnik aus Aluminiurnoxyd durch Ritzen und 
Brechen auf das Mali der Schicht 2 bnngen und 
anschlieBend Offnungen 11 und 12 durch Schneider 
oder auf andere Weise einbringen; 

2. Kupferfolie fur die Leiterbahn und Kontaktlia- 
chen7auf MaB schneiden; ... - . 

3 Kupferfolie fur die Leiterbahn 7 mit einer Oxyd- 
schicht versehen, und zwar durch Warmebehand- 
lung uber drei Minuten bei 400° C; 

4 Kupf erschicht fOr Leiterbahn 7 mitteis DCB-Ver- 
Fahren auf Keramikschicht 2 befestigen, d h. hierfttr 
Kupferfolie far Leiterbahn 7 auf Keranukschicht 2 
aufliegen und 2 T 5 Minuten bei 107Q*C in Schutzgas 
mitwenigerals40ppO 2 behande!n. 

5 Atzen der Kupf erschicht ist im Verf ahrensscnntt 
4 hergesteliten Verbundes zur Erzeugung der Lei- 
terbahn 7 sowie der Kontaktflachen; 

6. Zuschneiden und Atzen der Kupf erschicht 3; 

7. Zuschneiden und Atzen der Kupferschicht 4; 

8 Zuschneiden und Atzen der Kupferschicht 5 ; 

9 Aluminmmoxyd-Keramik durch Ritzen und Bre- 
chen auf das erforderliche MaB fur die Kerarnik- 
schicht 6 bringen; 

10. Kupferfolie fur die Leiterbahn V und die weitc- 
ren Kontaktflachen auf MaB zuschneiden; 
It Zugeschnittene Kupferfolie nut emer Oxyd- 
schicht durch Warmebehandlung uber 3 Minuten 
bei 400° C versehen. 

12. Kupferfolie mit Keramikschicht 6 durch DCB- 
Verf ahren verbinden, und zwar durch Auflegen der 
Kupferfolie auf die Keramikschicht 6 und durch 
Behandeln liber eine Dauer von 2fi Minuten bei 
1070°C in Schutzgasatmosphare mit weniger als 
40pprnO2; 

13. HersteUung der Leiterbahn 7 sowie weiterer 
Kontaktflachen aus der Kupferschicht durch At- 
zen* 

14. kupferschichten 3-5 durch Warmebehandlung 
(bei 400° C und Qber Dauer von 3 
Minuten) rnit Oxydschicht versehen; 

15. Aufeinanderliegen der Schichten 2-6 und Ver- 
* binden mitteis des DCB-Prozesses, d h. durch Be- 

handlung uber eine Zeitdauer von 2,5 Minuten bei 
1077°C in Schutzgas mit weniger als 40ppmO 2 . 



Die HersteUung des Substrates U erfolgt ^ eleicher 
Weise, iediglich mit der zusatzlichen MaBnahme, daU 
auch die Schichten 19 und 20 durch Zuschneiden sowie 
die Schicht 19 bzw. deren Offnungen 21 und 22 durch 
Atzen hergesteiltwerden. , , . 

Die Dicke der einzelnen Schichten ist beispielsweise 

wie folgt gewahlt: 
Schicht 2 0,25 -I mm 
Schicht 3 0,3—3 mm 
Schicht 4 0,1 -0,5 mm 
Schicht 5 0,3-3,0 mm 
Schicht 6 0,25- 1,0 mm. 

Die Dicke der zusatzlichen Schichten 19 und 20 be- 
traet beispielsweise 0,1 — 0,5 mm. , . 

Die Ausnehmungen bzw. Offnungen 11-18 sind je- 
weils durchgehend ausgefUhrt, d. h. sie reicnen von der 
Oberseite bis an die Unterseite der jeweihgen Schicht 

Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbe- 
spiel ist mit 10 jeweils eine Hochleistungslaserdiode 



oder ein Hochleistungslaserdiodenchip mit einem oder 
aber bevorzugt mit mehreren Emillern zur Abgabe ei- 
nes oder mehrerer Laserstrahlen bezeichnet B und 9 
sind dann zusatzliche Bauelemente oder Chips, die bei- 

5 spielsweise zur Ansteuerung des Laser-Chip dienen, 
aber nicht unbedingt vorhanden sein mGssen. 

Bei den in den Fig. 1 und 2 wiedergegebenen Ausfiih- 
rungsformen weist das als Kiihlelement dienende Mehr- 
fach-Substrat 1 bzw. la zwei Ktihlebenen auf, die im 

l0 wesentlichen von den Kupferschichten 3 und 5 in Ver- 
bindung mit den jeweils angrenzenden Schichten gebii- 
det sind. 

Die Fig. 3— 5 zeigen weitere, bevorzugte Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung, wobei bei den Ausfuhrun- 
l5 gen der Fig. 3—6 das zugleich als Kuhlelernent ausge- 
bildete Substrat ebenfaUs symmetrisch zu einer Mittel- 
ebene M ausgefiihrt ist 

Bei der In der Fig. 3 wiedergegebenen Ausfuhrungs- 
form,umfafit das Substrat lb eine Kiihlebene 23, an der 
20 jeweils beidseitig eine Schicht 24 vorgesehen und mit 
der Kuhiebene flachig verbunden ist Wie in der Fig. 4 
dargestellt ist besteht jede Schicht 24 aus einer Foiie 
oder Platte 25 aus Kupfer, die Offnungen 26 und 29 
aufweist In die Offnung 26 ist ein plattenfbrmiger Ein- 
25 satz 27 aus Kerarnik eingesetzt, dessen Dicke gleich der 
Dicke der Platte ist In die Offnung 29 ist ein streifen- 
oder rechteckfSrrmger Einsatz 30 aus einem Materia] 
mit hoher Warrnelehfahigkeit namlich aus Diamant 
oder T-cBN eingesetzt Auf der der Kuhiebene 23 abge- 
30 wandten Seite ist eine Kupferschicht 28 auf jeder 
Schicht 24 flachig befestigt. Die obere Kupferschicht 28 
bildet oberhalb des Einsatzes 30 die Montageflache, an 
der der Hochleistungslaser-Chip 10 befestigt ist, d. K 
dieser befindet sich oberhalb des Einsatzes 30 der obe- 
35 ren Schicht 24. Die aktive Schicht der Hochleistungsla- 
serdiodenanordnung 10 bzw. der Laser-Licht emittte- 
renden Emiller liegt in einer Ebene parallel zu den 
Oberflachenseiten der Kupferschicht 2S, und zwar mit 
der sogenannten "slow axis" in einer Achsrichtung senk- 
40 recht zur Zeichenebene der Fig. 3 und mit der soge- 
nannten "fast axis" senkrccht zu der Ebcne der Kupf er- 
schicht 28. Der Einsatz 30 ist dabei so gewahlt. daD 
dessen Lange senkrecht zur Zeichenebene der Fig ; 3 
grofier ist als die Breite, die die Hochleistungslaserdio- 
45 denanordnung 10 in dieser Achsrichtung besitzt # 

Hergestellt ist das Substrat lb beispielsweise aa- 
durch, daB in einem ersten Arbeitsgang mit Hilfe des 
DCB-Verfahrens die die Kuhiebene bildenden Kupfer- 
schichten und auch die Schichten 24 mit dem Einsatz 27 
50 aus Kerarnik miteinander verbunden werden In einem 
zwciten Arbeitsgang erfolgt dann mit Hilfe eincs Aktiv- 
Lot- Verfahrens das EinlSten der vorzugsweise mtt einer 
Metallisiemng versehenen Einsatze 30 in die beiden 
Schichten 24 bzw. die dortigen Ausnehmungen 29, wo- 
5S bei in einem dritten Verfahrensschritt oder aber bereits 
in dem zweiten Verf ahren ebenfalls mit Hilfe des Aktiy- 
Lotes die beiden auBeren Kupferschichten 28 auf die 
auBenliegenden OberFl&chenseiten der Schicht 24 auf- 
gebracht werden. Die Einsatze 30 unterhalb der Hoch- 
60 leistungslaserdiodenanordnung 10 tragen entscheidend 
zur Reduzierung des Warmeausdehnungskoeffizienten 
des Substrates lb insbesondere im Bereich der Monta- 
geflache bei, bewirken aber auch eine verbesserte War- 
meableitung der Verlustwarme von der Hochleistungs- 
fi5 diodenlaseranordnung 10 an die Kuhiebene 23. Zugleich 
wirddie hohe Warmeleitfahigkeit des Einsatzes auch als 
Warmespreitzer verwendet 

Die Einsatze 27 und 30 bilden somit vergrabene Be- 
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reiche die den Warmeausdehnungskoeffizienten des 
Substrates lb an den Waimeausdehnungskoeffizienten 
des Chip-Materials (GaAs) der DiodenLaseranordnung 

10 an pass en. _ , 

Fie. 5 zetgt nochmals in etwas vergrtBerter DarsteJ- 
lung und rnehr im Detail eine mogliche Ausbildung der 
KQhlebene 23. Diese Kilhlebene 23 besteht bet der da r- 
gestellten Ausfuhrungsform aus den drei Kupferschich- 
ten 3, 4 und 5, die flachig miteinander verbunden sind, 



Venahrens die die Kuhlebene 23 biidenden Schichten, 
die Schichten 24' ohne die Einsatze 30 ( die Schichten 33 
tnit den auBeren Keramikschichten 31 und die die Lei- 
terbahnen biidenden auBeren Kupferschicbten 32 mit- 
tels des DCB-Prozesses miteinander verbunden werden. 
In einem zweiten Verfahrensschritt werden dann die 
vorzugsweise metallisierten Einsatze 30 mit Aktiv-Lot 
in die Ausnehraungen 29 eingelotet und dann in dem 
gleichen Verfahrensschritt oder in einem anschheBen- 



ff " * ,m ShS ?' ?£ : iSwise? duSlmt und insbesondere die Einsatze 30 dienen dazu, den War- 

Das tCOhlmedium (^. R K *™S™2 L KuUe ay und » meausdehnungskoeffizienten des Mehrfach-Substratcs 
h^JMS^KSS^ MontaleflacKe an den Warmeausdehnungskoef- 

2K^Z^iW» eine ^hlaB 23" ^JJ^n vereinfacnte 
befindet sich in der KQhlebene 23 unterhalb^ tag A^l^^eln Substrat Id. welches den Vorteil 
zes 30 bzw. unterhaib to M o«*^<te»J toSSrhchen Aufbaus nicht aufweist und sich von 
leistungslaserdiodenanordnung 10. s ° d ^.^f* 20 dem Substrat lb der Fig. 3-5 dadurch unterscheidet. 
Aufprali des Ktthlmediums nach dem D^htntt durch ^JJ^^*^ der KQhlebene 23 die Schich- 
den Durchlafl 23" auf die Unteneite des Einsatees30 clauzw ar an ae r d Unterseite des 

eine verbesserte WartneObertragung der Verlustwarme a ber eine MeUlU oder Kupferschicht 28' 

an das KUhlmedium (Kiihlwasser) erreicht wird. Eine Subs^ates ^aber erne ^ tal ' ?^ ur ^ ferschicht jg 
Besonderheit dieser Ausf tinning besteht som t auch 25 verge ehen u£d. genua verg 

darin, daB der eine Einsatz 3 »^ te ^tr6mS SSe um so hcrge Sit, daB in einem ersten gemeinsa- 

«*5^^°^^* , SS^^^ ul de rt men Arbeitsgangmit Hilfe des DCB-Verfahrens die d ie 
Es versteht sich. daB die KUWebene ^ au cn aiiu Kahlebcne 03 biidenden Schichten, die Schicht 24 (mit 

ausgebildet sein 3 o Jem Einmf 2^ alt ohne den Einsatt 30) und die 

den Ausnehmungen 13 und 18 in «»» ,ea " 30 Schicht 2 g' flachie miteinander verbunden werden. Im 
^^3^^ZT^^l^ 522* daratlrfolgt das Einset.en and Befestigen 



35 



Kanalc besonders einfach reaiisiert werden kbnnen. 

Fig 6 zeigt als weitere Ausfuhrungsform ein Substrat 
lc, welches sich von dem Substrat lb im wesent lichen 
zunachst dadurch unterscheidet, daB sich die auBeren 
Kupferschichten 28, von denen die obere Kupferschicht 
28 wiederum die Montagefliiche ffir die Hochleistungs- 
laserdiodenanordnung 10 bildet, nur Ober einen Teilbe- 
reich der Ober- und Unterseite des Substrates le er- 
strecken, und zwar oberhalb der Einsatze 30, und daB 4 o 
anstelle der Schichten 24 Schichten 24' verwendet and. 
Letztere unterscbeiden sich von den Schichten 24 da- 
durch, dafl die MetaUplatte 25 die Ausnehmung 26 nicht 
besitzt und auch der Keramikeinsatz 27 nicht vorhanden 
ist Auf die der Kilhlebene 23 abgewandten Oberfla- as 
chenseiten der Schichten 24' eine auBere Keranuk- 
schicht 3t aufgebracht ist, auf der eine weitere Metalh- 
sierung bzw. Metallschicht 32 fttr Leiterbahnen aufge- 
bracht ist 



AnschluB daran erfolgt das Einsetzen und Befestigen 
des Einsatzes 30 durch Aktiv-Lot sowie das Befestigen 
der oberen Kupf erschicht 28, ebenfalls mit Akuv-Lot 

Weiterhin ist es bei bei den in den Fig. 3— 7 darge- 
stellten Ausfuhrungsformen auch mGglich, daB die 
Schicht 24 bzw. 24' oder die diese Schicht bildende Plat- 
te ihrerseits aus mehreren, mittels des DCB-Verfahrens 
miteinander verbundenen Einzel-Schichten besteht. 

Weiterhin besteht auch die Moglichkeit, ansteUe der 
Kupferschicht 28 Kupfer beispielsweise galvanisch auf 
der Schicht 24' und/oder 24 abzuscheiden, und zwar auf 
der oberen Schicht 24' selbstverstfindlich nach dem Ein- 
setzen des Einsatzes 30. 

Die vergrabene Bauweise, d. h. die Verwendung der 
Kupferschicht hat den Vorteil, daB hierdurch die Mog- 
lichkeit einer mechanischen Nachbehandlung der Ober- 
flachen durch spanende Verfahren bestehL Weiterhin 
besitzt das Substrat lc bzw. Id dann auch optimale elek- 



S in der Pig. B^^^J^J^ so ^^^^ SSSS 



tiv grofle Dicke (gr6Ber als 100 m) aufweist und damn 
einen ausreichend grohen elektrischen Querschnitt fur 
den AnschluB bzw. Betrieb der Hochleistungslaserdio- 
denanordnung 10 gewahrleistet 

AUe beschriebenen Ausftihrungsformen haben den 
generellen Vorteil daB die von dem ICGhlmedium durch- 
stromten FCanale groBe Abmessungen aufweisen, diese 
Kanale also als Makro-Kanale einfach herstellbar smd. 
Da das Kflhlmedium durch die Umlenkung seines Flus- 



die auBeren iCeramikschichten 31 Bestandteil cincr Teil- 
schicht 33, die ahnlich den Schichten 24 aus einer Foue 
oder Platte 34 aus Kupfer bestehen. Die auBeren Kera- 
mikschichten 31 sind dann als EinsStze in Ausnehmun- 
gen dieser Platte 34 eingesetzt. Die Kupferschicht 28 5 5 
deckt den jeweiltgen Einsatz 30 vollstftndig ab, d. n. 
Dberlappt die jeweilige Ausnehmung 29 fur diesen Ein- 
satz. Uber die Platte 34 konnen auch elektnsche oder 

thermische Verbindungen bw.Brtcl«nvon der &uBe- — ^kViInt^haib des" jeweiligen Bauelementes senk- 
ren Kupferschicht 32 an die Schicht 24 bzw. den dorti- 60 ses direk ^^Jf «^ he wird dort durch tur . 

gen KupFerbereich hergesteilt werden. ohernehme n bulente Stromung eine optimale Kuhlwirkung erreicht 

Die Funktion de « ^ramikemsatzes » ^ urch die me hrfchichtige Ausbildung des jeweiligen 

bei dem Substrat lc die beiden auBeren ""J^™? 1 vfihlelementes bzw. Substrates unter Verwendung von 

ten 31 Gru^t^^ K2 m S^ 

28 jcweils als Bestandteil der Platte 34 bzw. aer acm«i 65 Monu eflacne an das fflr die Bauelemente verwendete 

33 auszubilden. ChiD-Material angepaBt. Durch die relativ groBen 
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l,1c,ldSubstrat 
2 Keramikschicht 
3— 5 Kupferschicht 
6 Keramikschicht 
7,7Leiterbahn 

8- 10 elektrische Bauelemente 

it — tsOffnung 

13', 13", 13"' Abschnitt 

18', 18", 18'" Abschnitt 

19,20 Kupferschicht 

21, 22 Off ruing 

23 Kflhlebene 

23' KuWkanal 

23" DurcMaB 

24, 24' Schicht 

25 Kupf crplatte 

26 Ausnehmung 

27 Keramikeinsatz 
28, 28' Kupferschicht 
29Ausnchmung 

30 Einsatz aus Diarnant oder l-cass 

31 Keramikschicht oder -Einsatz 

32 Kupferschicht 

33 Schicht 

34 Kupferplatte. 

Patentanspruche 



to 



a\» nmckdifferenz des Druckens des Kuhlmediums 
M^S^i Ablauf innerhalb des KWto^ 
S Sna halten, beispielsweise unter 1 bar. Haerdurch 
^^M^^ revert warden, daB unter. 

chem daher ein Austreten von Kuhlmedmm wirksam 

V DteStoing wurde voranstehend an , Au 
beispielen beschrieben. Es verstebt sicMafl 
Anderungen sowie Abwandlungen 
daB dadurch der der Erfindung zugrundehegende Erfin- 
dungsgedankeverlassenwird. Schichten 

So ist es beispielsweise mogucn, wcucrc ^ 
««K«Sk herzustellen. beispielsweise ^Schicht 4, 
lobei zweckrnaBigerweise aber die jrt^SJJg » 
die paraUel 2ur Ebene des Substrates ^^r^ufender , Ka 
nalabschnitte fur das Kflhlm«hun l bdden d .h. m vorhe 
cenden Fall die Schichten 3 tmd 5 aus Kupfcr oder 
f.nem anderen, geeigneten Metall hergestellt smd. 

Bezugszeicbenliste 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



SO 



1 Diodenlaserbauelement bestehend zumindest 
aus^taem KUhlelemem sowie aus wenigstens emer 
an dner Montagefiache des KuhJelementes : verge- 
sehenen Laserdiodenanordaung, wobei, J"*™, 
element als Mehrschichtmatenal aus mehreren i ta 55 
pXtig fibereinander «ngeo«tae«n und fUctag 
miteinander verbundenen Sch«*i« g J ,19. 2*24, 
24' 28) besteht, die teilweise aus Metal! und 
se aus einem Material mil einem gege nUber MetaU 
kleineren Warrneausde^ungskoeff.nenten tete 
hen und von denen wemgstens ein Tei eine : Kuhl 
ebene (23) blklet, in der in wenigstens emer Schicht 

du ch nSidestens eine *?&J^™*S%$ t 
wenizstens ein sich n der Ebene dieser Scrucm 
^Sender und von einem Kuhlmed.urn durch- 

„. 0 d e r DurchbrOche (It, IS, t6, 17, 23 } zum 
luWhfen und AbfQhren des den KQhlkanal durch- 



50 



65 



strdmenden Kuhimediums und an einer Oberfla- 
chenseite des Kuhleiementes die wenigstens erne 
Laserdiodenanordmmg (10) vorgesehen ist, da- 
durch gekennzeichnet, . 
daB wenigstens eine Schicht (2, 6, 24, 240 zumindest 
in einem Teilbereich aus wenigstens einem Materi- 
al der Gruppe Keramik und/oder Diamant und^ 
oder T-cBN besteht und diese Schicht (2, 6, 24, 24 ) 
in der Schichtfolge unter der Montageflache ange- 
ordnet ist, so da8 sie den Warmeausdehnungskoef- 
fizienten des Mehrschicht-Materials (1, la, 1 t>. ic, 
ld> so reduziert, daB dieser zumindest an der Mon- 
tageflache kleiner ist als der Warmeausdehnungs- 
koeffizient des Metalls der Metalls chichten und 
dern Warmeausdehnungskoeffizienten des Chip- 
Materials der Laserdiodenanordnung (10) ent- 

da& C die U se d wenigstens eine. den Warmeausdeh- 
nungskoeffizienten des Kuhleiementes reduzieren- 
de Schicht (2, 6, 24, 24') an der der Diodenanord- 
nung (10) abgewandten Seite einer dieser J^serdio- 
denanordnung (10) benachbarten Kuhlebene (23) 
vorgesehen ist, und/oder 

daB diese wenigstens eine, den Warmeausdeh- 
nungskoeffizienten des Kuhleiementes reduzieren- 
de Schicht (2, 6, 24, 24') an der der Lasercho^denan. 
ordnung (10) zugewandten Seite der Kuhlebene 
(231 vorgesehen ist und zumindest unter der Mon- 
tageflache aus Diarnant und/oder T-cBN besteht 
2. Diodenlaserbauelement nach Ansprucn 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das von den Schichten 
sebudete Mehrschichtmaterial hinsichthch dw An- 
ordnung und/oder Ausbildung der Schichten (2-6, 
19 20 24,24^28)synimetriscboder imwesentlicben 
Seiisch zu ei^eTparallel zu den Obe^che- 
seiten des Substrates verlaufenden Mittelebene 

(M)ausgebildetisL , or . 
3 Diodenlaserbauelement nach Anspruch I oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die den Warmeaus- 
dchnuDgskoeffizienten des ^ Qhlelc P c %«^^; 
rende Schicht (24, 24') wemgstens einen Einsatz (27) 
aus Keramik oder Diarnant ode. : T-cBN aufw^t 
der in eine Offnung (26) einer Metallschicht (25) 

eingesetzt ist. , A 

4. Diodenlaserbauelement nach emem der Anspnl- 
che 1-3. dadurch gekennzeichnet daB .n . ^e den 
Warmeausdehnungskoeffizienten des Kuhleiemen- 
tes reduzierende Schicht (24') unimtteibar unter- 
halb der Montageflache far die Laserdiodenanord- 
nung (10) oder einer diese Montageflache bilden- 
Sen Metallisienmg (28) ein Einsatz (30) aus ft.- 
mant oder T-cBN vorgesehen ist. 

5. DiodenUserbauelement nach einem der vorher- 

gchenden Ansprflchc, dadurch g^ cn ^ z =' c .^ d a ^ 
die Keramikschicht oder der Einsatz (27, 30) aus 
Keramik oder Diarnant oder T-cBN eine vergrabe- 
ne Struktur bilden und vorzugsweise unter emer 
die AuBenflache des Kuhleiementes oder die Mon- 
tageflache bildenden MetaUschicht (28 oder Me- 
tallisierung angeordnet sind, die beupielswdse von 
einer Mefallfolie oder -platte und/ oder von emer 
galvanisch aufgebrachten Metallschicht gebildet 

ist 

6. biodenfaserbauelemeot nach einem der Ansprt- 
che t-5 dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens 
% zum iufChren oder AbfQhren des KOWmed.ums 
dknender Durchbruch (23") in der Kuhlebene un- 
mittelbar unterhalb der Laserdiodenanordnung 
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(10)vorgesehen ist 

7. Diodenlaserbauelement nach einem der Anspru- 
cne dadureh gekennzeichnet, daB die den 
Wameausdehnungskoeffizienten des KQhlelemen- 
tes reduzierende Schicht (2, 6, 24, 24') zumindest 5 
teilweise aus einer Aluminiuraoxid-Keramik und/ 
oder axis einer Aluminiumaitrid-Keramik und/oder 
aus BeO und/oder Diamant und/oder T-cBN be- 
stent. 

8. Diodenlaserbauelement nach einem der Anspru- 10 
che 1 — 7, dadureh gekennzeichnet, daB die Metail- 
schtchten solche aus Kupfer sind. 

9. Diodenlaserbauelement nach einem der Anspru- 
c he i —8, dadureh gekennzeichnet, daB die die we- 
nigstens eine Kuhlebene (23) bildenden Schichten J5 
Metallschichten sind. 

10. Diodenlaserbauelement, dadureh gekennzeich- 
net, daB zumindest die die wenigstens eine Kuhl- 
ebene (23) bildenden Schichten und die den War- 
meausdehnungskoeffizienten des KOhlelementes 20 
reduzierende Schicht (2, 6, 24, 24') unter Verwen- 
dung der DCB-Technik flachig miteinander ver- 
bunden sind. 

11. Diodenlaserbauelement nach einem der An- 
spruche 1—9, dadureh gekennzeichnet, daB der 25 
Einsatz aus Diamant oder T-cBN mittels Aktivlot 
an einer Flache der Kahlebene (23) flachig befestigt 
ist 

12. Diodenlaserbauelement nach Anspruch 10, da- 
dureh gekennzeichnet, daB an dem Einsatz aus Dia- 30 
mant oder T-cBN oder an einer an diesem Einsatz 
vorgesehene Metallisierung die Laserdiodenanord- 
nung (10) oder eine die Laserdiodenanordnung tra- 
gende Metallisierung oder Metalischicht (28) mit- 
tels Aktivlot befestigt ist 35 

13. Diodenlaserbauelement nach einem der vorher- 
gehenden AnsprGche, dadureh gekennzeichnet, daB 
auf dem Kuhlelement weitere elektrische Bauele- 
mente (8 t 9) vorgesehen sind. 

14. Diodenlaserbauelement nach einem der An- 40 
sprQche 1 — 13, dadureh gekennzeichnet, daB der 
Teilbereich oder Einsatz (30) sich Uber wenigstens 
einen grofleren Teil der Montageflache erstreckt, .. 
vorzugsweise grfiBer ist als die Montageflache. 

15. Diodenlaserbauelement nach einem der An- 45 
sprilche 1 — 14, dadureh gekennzeichnet, daB sich 
der Teilbereich oder Einsatz (30) uber die groBere 
Breite der Montageflache erstreckt, vorzugsweise 
Qber eine Lange, die groBer ist als die Lange der 
Montageflache. so 
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